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はじめに 酸化鉄を内包したフェリチンタンパク質の分散 2次元

配列するバイオテンプレート技術[1] と超低損傷塩素中性粒子

ビームエッチング(NBE)技術[2]による量子ドット作製手法を提

案している．バイオテンプレート極限加工を用いることでナ

ノディスクの直径と厚さをそれぞれ独立に制御可能になり，

量子エネルギーを自由に設計できる量子ナノディスク

(QNDs)[3]を用いた量子ドットレーザの研究開発を行ってお

り，約 12nmの直径を有する円盤構造の GaAs QNDsの作製に

成功している．これらの NDsを光デバイスへ展開するために

有機金属気相成長法(MOVPE)により GaAs QNDs を含むナノピ

ラーを AlGaA/GaAs埋め込み再成長をおこなった．今回，量子

井戸をトップダウンドライプロセスによりエッチングする際

に，最下層の量子井戸を残すことで GaAs QNDsと量子井戸が

ともに存在する構造を作製[3,4]し， I-L測定により広帯域光源

を検証した．  

結果と考察 直径 12nm, 厚さ 12nmの GaAs QNDsを持つ LED 構造サンプルを用いた．埋め込み再成長した

12nm厚さサンプルのピーク波長は 40Kで 770 nmである．これは GaAs量子井戸の発光波長より短波化してお

り、QNDsにすることで量子準位間のエネルギーが大きくなっていることを示している．直径のばらつきに由来

して発光波長が広帯域化していることが見てわかる． 
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Fig 1, I-L spectra of GaAs QND-LED at 40K 
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